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論文の内容の要旨

　本研究の目的は，超伝導板内部を流れる遮蔽電流密度の時問発展を解析する数値シミュレーション・コードを

開発し，同コードを用いて超伝導板の磁気シールド性能を解析することである。第2章では，遮蔽電流密度の振

る舞いを微積分方程式によって定式化する。その際，超伝導体の混合状態を記述するために，｝E構成方程式を導

入する。同方程式としてはBeaΩモデル，K㎞モデル，F1uxF1owCreepモデルなどが提唱されている。Beanモデル

とKimモデルはピン止め力とローレンツカが釣り合っている臨界状態を対象としている。これに対して，F1岨F1ow

Creepモデルでは臨界状態だけではなく，ピン止め力とローレンツカの平衡が崩れた場合も対象にできる。本研究

では，臨界状態モデルとしてBeanモデルに修正を加え，電流密度が零から臨界電流密度ノ6までの連続的な値を取

れるようにした修正遭eanモデルとF1㎜F1owCreepモデルを採用した。第3章では，第2章で得られた微積分方程

式の初期値・境界値問題の数値解法について述べる。第4章では，前章で示した手法をもとに開発した数値シミュ

レーション・コードを用いて，修正Beanモデルによる超伝導板の磁気シールド性能を調べた結果を示す。第5章

では，F1㎜F1owCreepモデルを用いた超伝導板の磁気シールド性能を調べる。

審査の結果の要旨

　従来の遮蔽材では遮断できなかった低周波磁界が遮断できる超伝導体の磁気シールド性能を解析するためのモ

デルを提案し，数値シミュレーション手法を開発した点は評価できる。しかし，計算精度については，さらに改

善する余地があると思われる。

　よって，著者は博士（工学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
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